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اين پايان نامه حاصل كار پژوهشی  شوم كه مطالب مندرج درمتعهد می  خضرلو یباغبان  د یوحنب اينجا

ه و به دستاوردهاي ديگران كهه در رت و راهنمايی اساتید دانشگاه صنعتی امیركبیر بوداينجانب تحت نظا

ع و در فهرست منهاب  و مخخه  اين پژوهش از آنها استفاده شده است مطابق مقررات و روال متعارف ارجا

 است. سطح يا بالاتر ارائه نگرديدهي احراز هیچ مدرك همذكر گرديده است. اين پايان نامه قبلاً برا

در صورت اثبات تخلف در هر زمان، مدرك تحصیلی صادر شده توسط دانشگاه از درجه اعتبار سهاقط 

 بوده و دانشگاه حق پیگیري قانونی خواهد داشت.

باشهد. هرگونهه یق حاصل از اين پايان نامه متعلق به دانشهگاه صهنعتی امیركبیهر ميج و حقوكلیه نتا

داري، ترجمهه و برگ اري اطلاعات به ديگران يا چها  و تثيیهر، نههخهاستفاده از نتايج علمی و عملی، وا

 اقتبههاا از ايههن پايههان نامههه بههدون موافقههت كتبههی دانشههگاه صههنعتی امیركبیههر ممنههوع اسههت. 

 طالب با ذكر مخخ  بلامان  است.نقل م
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 ... گرمي بخش زندگیمان برادرمو  مهربانم مادر ، عزیزم تقدیم به پدر

 

ام زمیناي  بخاش آلامشاان آرامکنم به آنان که مهر آسمانيهایم را تقدیم ميماحصل آموخته

 . تاس

 . مدرپدستان پرمهر  گاهم،ن تکیه وارتری به است 

 .ممادرگیم، چشمان به سبزترین نگاه زند 

 برادرم.  وجود عزیز م، ی زندگیآرزوی برآورده شده ترین به زیبا 

قطره  بکوشم  هرچه  و  آموختم  شما  عشق  مکتب  در  آموختم  بي هرچه  دریای  از  کران ای 

 .را سپاس نتوانم بگویم تانمهرباني

 . اشماست و فردا کلید باغ بهشتم رضای شم دیدار ه امیدام بامروز هستي 

باشد که حاصل تلاشم    تر از این ارزان نداشتم تا به خاک پایتان نثار کنم، گران سنگ دی  آوره ر

 .تان را بزدایدونه غبار خستگي گنسیم

 

 ...  نبوسه بر دستان پرمهرتا

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

و  انهاای سبزشاواژه واژه آموزه  که وریمحمد یا م آقای دکترربزرگوااستاد تقدیر و سپاس از  

را نزد   اند بالایشاند تا منزلت بلنوقفههای دعایي بيدست  د، نآموزها ميلبرگ برگ آنچه به د

 پروردگار، والاتر کنند. 

ا برعهده گرفتند کماال تحقیق رکه زحمت داوری این  ساویز    ای دکتر معزی و آقای دکتراز آق

لت ز خداومند بزرگ مسئی سلامتي و تندرستي برای ایشان اآرزواشته و ي را دانتشکر و قدرد

 . منمایمي

  



 

  چثیده 

 

 أ 

 

 چکیده

 اسهت.رار گرفتهد توجهه قهمهور  هاي پزشثیبراي كاشتنی  LDOرگولاتور ولتاژ  طراحی  تحقیق    در اين  

، زمهان بازيهابی خروجهی، هاي پزشثی از جمله توان مصرفیبراي كاشتنی  پارامترهاي مهم رگولاتور ولتاژ

رار د توجه قهرنظر موژ مد  ر ولتاولاتوحی رگدر طرامهاحت سیهتم  ار و مهیر و همچنین كاهش  بیت بيت

هبهود نهر  باياا تطبیقی، ب  انند م  هایکتثن  و استفاده از بعضی از  ئهارااست با  است و سعی گرديدهتهگرف

پاسخ گ راي مدار   ،وان مصرفیت  كاهشضمن    و جبران سازي افت بهره  ABچرخش، ساختارهاي كلاا  

مههیر و بهار ین براي افهزايش پارامترههاي تيبیهت  . همچنيابد بود يافته و زمان بازيابی خروجی كاهشبه

ي بهالا ي حلقهههرهايی با بي ساختارهئهارا ست بااشدهی سعاست و رار گرفتهه قي سیهتم مورد توجبهره

ارائهه  خها  ه ساختارهايپزشثی ارائه شود. همچنین با توجه ببردهاي اي كارهیار دقیق بررگولاتوري ب

احت كهردن مههاسهب ضهمن كمسهازي منهاي جبرانئه و استفاده از روش است با اراعی گرديدهس   ،شده

 داري شود.سازي خودجبرانهته براي گهي اهز خازنسیهتم از استفاده ا

و نتهايج  ند اسهازي شهدهطراحهی و شبیه μm CMOS 0.18یشنهادي در تثنولوژي هايت مدارهاي پندر

هههاي رگولاتوردههد كهه ي نشهان میهاي مختلهف تثنولهوژوشهههها و گهاي مختلهف در دماسهازيشبیه

را نیهز بهراي   قیقهیخروجهی بههیار دشته و  ي سريعی دارف توان بهیار كم، پاسخ گ رامص  نهادي باپیش

تها  2ي، بهه ازاي ورودي براي ههر دو سهاختار پیشهنهاد .د نكنهاي قابل كاشت در بدن فراهم میسیهتم

ورههاي بازيابی خروجهی بهراي رگولاتشود و بدترين زمان  یت میولت تيب  8/1، ولتاژ خروجی در  ولت2/2

ه و جريان مصرفی حالت آرامش بهراي بودمیثروثانیه    09/1و    18/1به ترتیب برابر  پیشنهادي اول و دوم  

 میثروآمپر است. 412/0و  24/2دو رگولاتور برابر 

 ی:  های کلیدواژه

سهازي ابی كوتاه، جبرانبازيايین، زمان  هاي پزشثی، توان مصرفی پ، كاشتنی  LDOرگولاتور ولتاژ خطی  

 انهی، بهبود پاسخ گ رافرك
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Abstract 

            
In this work, design of LDO voltage regulators for biomedical implants has been considered. The 

important parameters of the LDO voltage regulators, specialized for biomedical implants, such as 

power consumption, output recovery time, load and line regulations, as well as reducing the 

system area, have been taken into consideration in the design of the voltage regulator, and it has 

been tried to provide techniques to reduce transient time of the circuit while consuming low power. 

Also, it has been considered to improve the line and load regulation of the system, and it has been 

tried to provide a very accurate regulator for biomedical applications by providing structures with 

high loop-gain. According to the special structures of this work, it has been tried to avoid using 

discrete capacitors for frequency compensation by providing and using appropriate compensation 

methods while reducing the area of the system.  

Finally, the proposed regulators has been designed and simulated in 0.18 μm CMOS technology, 

and the results of different simulations at different temperatures and technology corners shows that 

the proposed regulators have very low power consumption, fast transient response, and very 

accurate output for implantable systems. Both proposed structures, for a 2 to 2.2V input range 

stabilizes output at 1.8V, and the worst output recovery time for the first and second proposed 

regulators is 1.18 and 1.09 μs, respectively, and the quiescent current for proposed regulators is 

equal to 2.24 and 0.412 μA, respectively. 
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